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RC-ГЕНЕРАТОР 

НА К157ДАl 

икросхема К 157 ДА 1 содержит 
М два идентичных неЗдВНСИМЫХ 
канала. Каждый СОСТОНТ из опе­
рационного усилителя с п рецн-

3НОННЫМ преобраэователем дву­
полярного сигнала в ОДНОПОЛ яр­

НЫЙ [1], выполненным на «токо­
ВОМ зеркале)) , На ОДНОМ нз кана­

лов этой микросхемы удобно 
собрать простой RC-генератор 
синусоидального сигнала, ИСПОЛЬ­

зовав ДЛЯ стабилизации ампли­
туды ВЫХОДНОГО сигнала упомяну­

тый преобразователь с допол­
нительным транзистором в ка­

честве регулнрующе~о элемен-
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та в цепи ос. Преобразователь 
заменяет здесь детектор н УСИЛИ­

тель продетектнрованного сиг­

нала . 

Генератор (см . схему на рис . 1) 
питается напряжением от 4 ДО 

15 8, а при использовании более 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ полевого транзи­

стора и оксидных конденсаторов 

напряжение питания можно под­

нять до 40 В с целью увеличения 
амплитуды неискажеННQГО выход­

ного сигнала . Частоту колебаний 

генератора определяют номина­

лы элементов моста Вина 
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С2С4RЗR5. Средняя точка моста 
Вина подключена к входу опера­
ционного усилителя микросхемы. 

Делитель напряжени я R1R2 и 
конденсатор СI образуют искус­
ственную среднюю точку источ­

ника питания. 

Делитель напряжения цепи от­
рицательной ОС по пвременно­
му току образован резисторами 
R4, R6 , внутренним резистором 
микросхемы DA 1, разделитель­
ным конденсатором С3 и кана­

лОм полевого транзистора УТ1 , 

служащего регулирующим эле­

ментом цепи стабилизации амплн­
туды . Фильтр C5R7 выделяет вы­
прямленное н усиленное преоб­

разоввтелем напряженне, про­

порциональное амплитуде выход­

ного снгнала . Подстроечным ре­
зистором R7 можно регулировать 
амплитуду выходного сигнала в 

пределах от нескольких десят­

ков миЛливольт до примерно 

0,4 U пит. 

Сопротивление нагрузки гене-
ратора при ее подключении к вы ­

ходу микросхемы (вывод 1) не 
должен быть меньше 1 О кОм. 
Для работы с ннзкоомной на­
грузкой генератор дополнен 
эмиттерным повторителем на 

транзисторе УТ2. 

На втором канале мнкросхемы 
(нумерация его выводов указана 
на схеме в скобках) можно соб­
рать аналогичный генератор, на­

строенный на другую частоту, или 
перестраиваемый . Такое решение 

позволяет реал .... зоВать двуто­

нальный генератор или генератор 
на биениях . На втором канале 
можно также собрать простой 
мнлливольтметр "временного на­

пряжения по стандартной схеме 

включения К157 ДА 1. 
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Детали генератора смонтирова ­
ны на печатной плате нз ФОЛЬ­
гнрованного стеклотекстолита 

толщиной 1 ... 1,5 мм , чертеж ко­

торой "оказан на рис. 2. В каче­
стве ОДНОГО из варианто в ПОЛНОГО 

использования возможностей ми­

кросх емы на плате размещены 

два генератора с эмиттернымн 

повторителями. Делитель напря­
жения RI R2 и конденсатор СI об­

разуют среднюю точку ИСТОчни­

ка питания, общую ДЛЯ обоих ка­
налов. 

в генераторе "рименимы по­
стоянные резисторы МЛТ -0 ,125 
или МЛТ -0,062 с допуском 5 %, 
подстроечные резисторы СП3-19 
(вместо них подойдут более рас­
пространенные СПО или СП). По­
стоянные конденсаторы - КМ, 
КЛС, МБМ; оксидные - любые, 
соотв етствующие выбранному Hё!I ­
пряжению питанн я. Вместо тран­

зисторов КП103Л можно приме­
нить КПI03М, КПI03К . Возможна 
замена н другими транзисторами 

серии КП103, но при этом при­
дется подобрать резис тор R8, за­
дающий коэффициент передачи 

«ТОКОВОГО зеркала)) по напряже­

нию [2, с . 43] по м"н"муму иска­
женнн гармонического сигнала. В 
эмиттерном повторителе ИСПОЛЬ­

зуется любой маломощный крем­
ниевый транзистор со ст атическим 

КОЭфф .. циентом передачи тока 

более 80 ; сопротивлен .. е нагрузки 
повторителя не должно быть ме­
нее 2 кОм. 

Налаживание генератора при 
безоwибочном монтаже состоит 
в установленин подстроечным ре­

зистором R4 УСТОЙЧИВ ЫХ колебс)­
ни й при неискаженной форме вы­
ХОДНОГО сигнала и подстроечным 

резистором R7 требуемой ампл,,­
туды колебаний. 

Коэффициент нелинейных иска­
жений сигнала генератора, изме­
ренный прибором С4-6/ 1 , не пре­
вышает предела чувств ительности 

пр .. бора 0 ,1 % (на частоте 1 ~Гц 
при амплитуде вых одного сигна­

ла 0,5 8) . 

д. АЛЕКСЕЕВ 
г . Москва 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 
С ТРАНЗИСТОРАМИ 
2Т825 

Хочу поделиться информацией , которая, как я убедился, неизвест­
на мно гим радиолюбител ям и разработчикаМ-ПРОфессионалам , 

использующим транзисторы серии 2Т825 . Техническая литература 
(например, [1, 2, 3]) этой информации не содержит. Отсутствует 
он а .. в т ехнических условиях аАО . 339 . 054 ТУ на транзисторы сер .... 
2Т82 5. 

Речь пойдет о великолепной защищенности этих транзи сторов 
от обратного напряжения, приложенного к выводам коллек тор а 
и эмиттера . В ТУ указано лишь наличие в корпусе транзистора 
защитного диода, включенного параллельно выводам коллектора 

и эмиттера , но никаких сведений о то ковых возможностях этого 
диода нет . 

Некоторое время тому назад я проводил экспериментальную 

отработку макета мощного стабилизатора для своей домашней 
лаборатории, в котором регулирующим элементом служит тран­
зистор из серии 2Т825 . ДЛЯ вы явления его реакции на случай н ые 
импульсы обратного напряжения между к оллек т ором и эм и тт ером 
я предпринял экспериментальную проверку во зможностей этн х 

транз исторов . 

к моему удивлению , оказало с ь , что они выдерживают обратный 
ток через цепь коллектор-эмиттер до ... 20 А I При этом ток не 
импульсный, а постоянный. Таким образом , допус т имый обратный 
ток коллектора у транзисторов 2Т825 оказалс я таким же, ка к и 
максимально допуст имый прямой ПОСТОянный ток кол лектора . Разу­

меетс я , этот ток течет не через коллекторный и эм и тт ерный пере­
ходы транзистора , а через защитный диод . 

Важно отметить, что после указанных нагрузок н и каки х иэменени " 
технических характеристик у испытуемых транзисторов не проис­

ходит . Продолжительность испытани я при 10 ке 6 А была равна 
30 мин, а при токе 20 А - 1 мин . Транзистор был установлен 
в макете на теплоотвод в виде медной пластины размерами 

250х 250 мм .. толщиной 3 мм . 

Результаты эксперимента показывают, что защитный диод в тран­
зисторах 2Т825 сформирован не только на том же исходном кри ­
сталле, что и оба собст венно транзистора , но н в том же мощностном 
объеме . 

в заключен ие сообщаю, что согласно ТУ макс им ально допустимая 
мощность рассеяния на коллекторе у тран з и сторов серии 2Т825 

равна всего лиwь 125 Вт , тогда как в у помянутых справоч ни ках 
указано значен .. е 160 Вт . 

Полагаю, что столь же мощным диодом оснащены и транзисторы 
серий КТ825, 2Т827, КТ827, но с ними я не экспериментировал. 
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